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Тема дисертації:
1. Дефектна структура лейкосапфіру, вирощеного методом горизонтальної спрямованої кристалізації, яка
утворюється при збільшенні розмірів кристала

2. Defect structure of sapphire grown by the of horizontal directed crystallization method, which is formed at
increasing the crystal dimensions

Реферат:
1. Робота присвячена встановленню та характеризації дефектів кристалічної структури, які утворюються в
лейкосапфірі великої площини, вирощеному методом ГСК при переході з розміру 200×200×30 мм3 на
300×230×30 мм3. Встановлено, що в кристалах розміром до 300×230×30 мм3, вирощеному методом ГСК,
утворюються області з величинами внутрішніх напружень 4 МПа та більше, які випадково розподілені в
об'ємі та обумовлені існуванням малокутових дислокаційних границь крутіння, розорієнтованих в межах 5-



50 кутових секунд. Кути розорієнтації між блоками у вирощених кристалах становлять від 1 до 5 градусів, що
призводить до формування структурно неоднорідних областей перерізом ~ 1 мм і довжиною до декількох
сантиметрів. Отримані залежності інтегральної потужності відбиття рентгенівських променів від густини
дислокацій ρ для кристалографічних площин , , , . Вперше показано, що в лейкосапфірі вирощеному методом
ГСК, розміром до 300×230×30 мм3 спостерігається аномальне проходження (ефект Бормана) рентгенівських
променів та експериментально визначена область товщин (0,45-1,50 мм), для якої розсіювання
рентгенівських променів описується динамічною теорією. Дані про дефектну структуру лейкосапфіру були
використані технологами для вдосконалення теплових вузлів, що підвищило вихід кінцевого продукту до 70-
80%. Ключові слова: лейкосапфір, метод ГСК, дефекти кристалічної структури, рентгенівська дифракція.

2. The work is devoted to the establishment and characterization of crystal structure defects, which are formed in
sapphire of grown by the horizontal directed crystallization method (HDC) at transition from the size of
200×200×30 mm3 to 300×230×30 mm3. It is established that in 300×230×30 mm3 crystals grown by the (HDC)
method contain randomly distributed regions with values of internal stresses of 4 MPa and more. There regions
are caused by the existence of small angular dislocation torsion boundaries mismatched within 5-50 arc seconds.
The angles of mismatching between the blocks in the grown crystals are ranged 1 to 5 degrees, which leads to the
formation of structurally inhomogeneous regions with a cross section of ~ 1 mm and a length of few cm. The
dependences of the integrated X-ray reflection intensity on the dislocation density ρ for the crystallographic planes
, , , are obtained. An anomalous X-ray propagation (Bormann effect) in 300×230×30 mm3 sapphire grown by the
HDC method was observed for the first time. The integral absorption coefficient of an abnormally X-ray beam μi
and the thickness of sapphire (0,45-1,50 mm) where X-ray scattering is described by dynamic theory, were
experimentally determined. Data on the defect structure of 300×230×30 mm3 sapphire were used by technologists
to improve crystallization units. It increased the yield of the perfect crystals to 70-80%. Keywords: sapphire,
horizontal directed crystallization method, defects of crystal structure, X-ray diffraction.
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